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Mgr. Mykola Telychko zahajil doktorské studium ve Fyzikalnim ustavu AV CR v roce 2012.
Ve své doktorské praci se zabyval studiem rastu a dopovanim grafénu rostlého na
substratu karbidu kifemiku pomoci experimentalnich metod v podminkach ultra vysokého
vakua.

Vysledky svého vyzkumu M. Telychko prezentuje ve své disertaCni praci, ktera je Clenéna
do tfi kapitol, které pojednavaiji o ristu grafénu na povrchu SiC() jeho nasledném dopovani
pomoci substituce jednotlivych atomu uhliku atomy dusiku a béru. Kazda tématika
obsahuje stru¢ny Uuvod a motivaci, popis dosazenych vysledkl a zavéry. V prvni ¢asti
studuje metodou STM povrchové faze, které se vyskytuji v prdbéhu postupného zihani
substratu SiC(0001) a vedou k tvorbé grafénu na povrchu. Byly studovany topografické a
elektronické vlastnosti povrchu grafénu na SiC(0001) pomoci fady experimentalnich
technik v UHV vcetné AFM, STM a fotoemise.

Ve druhé Casti své prace se M. Telychko zaméfil na moznost modifikace elektronové
struktury grafénu na atomarni urovni pomoci substituéniho dopovani. V ramci své prace
vypracoval unikatni metodu, ktera umozruje n- a p-dopovani grafénu pomoci
substitunich pfimési dusiku a boru. Pro studium chemickych, strukturalnich a
elektronickych vlastnosti dopovaného grafénu pouzil kombinaci riznych experimentalnich
technik (STM, nc-AFM, XPS, NEXAFS). Dale v uzké spolupraci s teoretickou skupinou
ukazal, ze atomarni kontrast v STM je v pfipadé dusiku silné ovlivnén kvantovou
interferenci a doda tak moznost chemického rozliSeni jednotlivych dopantd. V neposledni
fadé byla studovana chemicka reaktivita jednotlivych N a B substitu¢nich defektt, pomoci
silové spektroskopie AFM.

Kandidat prezentoval dosazené vysledky na fadé mezinarodnich konferenci formou
prednasek, kde prokazal dobrou schopnost prezentace dosazenych vysledku. U vétSiny
¢lankl, kde je uveden jako hlavni autor, se aktivné podilel na jejich psani. Béhem
doktorského studia publikoval jako prvni autor celkem 3 prace, z toho 2 v ACS Nano, které
kratce po svém uvefejnéni zaznamenaly dobry citacni ohlas.

V ramci védecké Cinnosti si osvojil praci s rliznymi experimentalnimi metodami vcéetné
nizkoteplotniho UHV AFM-STM. Také se vyznamné podilel na vyvoji reaktoru pro rust
grafénu v argonové atmosféfe. Tato metoda umoziuje rust vysoce kvalitniho
jednovrstvého grafénu na SiC s terasami velikosti nékolika mikrometru.

Mykola Telychko prokazal béhem svého doktorského studia schopnost provadét nezavisly
vyzkum, kdy sam pfichazel s novymi navrhy experimentd. Jeho védeckou kvalitu Ize
prokazat nejen sérii rukopisl, které publikoval jako prvni autor, ale i poveésti, kterou si
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ziskal mezi kolegy na pracovisti, stejné jako ve védecké komunité. Jeho nova metoda
dopovani predstavuje perspektivni zaklad pro dalSi vyzkum materialovych vlastnosti
dopovaného grafénu nejen na Skolicim pracovisti (napf. pfipadna interakce
s deponovanymi molekulami, moznost indukce katalytickych procesu na jinak chemicky
inertnich 2D materialech atd.) Také je nutno ocenit, ze béhem svého studia byl schopen
uzké spoluprace s kolegy teoretiky, kdy byl schopen nejen vécné a efektivhé predat
experimentalni poznatky, ale také sam pfichazel s novymi feSenimi a navrhy na objasnéni
daného problému.

Zavérem lze konstatovat, ze Mykola Telychko prokazal schopnost tviréi védecké prace v
oblasti fyziky povrchl a 2D materialt. Jeho publika¢ni ¢innost i konferencni vystoupeni
jasné prokazaly, Ze jeho védecka prace snese nejpfisn&jsi mezinarodni mefitka. Jeho
dizertaCni prace ma velmi dobrou odbornou uroven. Proto doporucCuji aby mu po uspésné
obhajobé byl udé&len titul PhD.

V Praze dne 28. srpna 2016

Ing. Pavel Jelinek, PhD.
Skolitel
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